Elektronikus és biolégiai daramkdérék — 10. Hazi feladat PPKE - ITK 1

Hallgaté neve: NEPTUN kédja: Csoportja:

1. FELADAT

Az alabbi erésitoben hasznalt npn és pnp bipolaris tranzisztorok adatai:
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(1.1) A megadott méréiranyok mellett hatarozza meg a Ty és Ts tranzisztorok munkaponti ada-
tait, azaz az I, Ioo és a foldponthoz képest mért Vgo értékeket.

(1.2) Hatérozza meg a Ty és Ty tranzisztorok adott munkaponthoz tartozé kisjelii modell pa-
ramétereinek értékét.

(1.3) Rajzolja fel az er6sité kisjeldt modelljét.

Ez egy korabbi vizsgapélda volt!!!




Elektronikus és biolégiai aramkorok — 10. Hazi feladat PPKE - ITK 2

Hallgaté neve: NEPTUN kédja: Csoportja:

2. FELADAT

A T jelli, n-csatornés, novekményes (E), MOSFET tranzisztorral az aldbbi kapcsoldsi rajzon lathaté
kisjelii hangfrekvencias er6sitot épitettiik meg.
A T MOSFET tranzisztor adatai: V@ =1V, K = 0,5 mA/V? és ry = 10 k.
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(2.1) A bejelolt mérdirdnynak megfeleléen hatérozza meg a T MOSFET munkaponti Is source
aramat.

(2.2) Rajzolja fel a kapcsoldsban szereplé MOSFET kisjeli modelljét, és adja meg a kisjeli
modellparaméterek értékét.

(2.3) Rajzolja fel a teljes er6sit6 kisjelli helyettesité képét.
(2.4) Szamolja ki az erdsito fesziiltségerdsitését decibelben.

(2.5) Szamolja ki az erésité Rp. bemend ellenallasat.

Ez egy korabbi vizsgapélda volt!!!




Elektronikus és biolégiai aramkérck — 10. Hazi feladat PPKE - ITK 3

Hallgaté neve: NEPTUN kédja: Csoportja:

3. FELADAT

Az aldbbi er6sitében hasznalt n-csatornas MOSFET és pnp bipolaris tranzisztor adatai:
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(3.1) A megadott méréirdnyok mellett hatdrozza meg a T5 tranzisztor munkaponti adatait, azaz
az Ico és a foldponthoz képest mért és Vo értékeket.

(3.2) Rajzolja fel az erésit6 kisjelit modelljét és hatarozza meg a Ty és Ty tranzisztorok adott
munkaponthoz tartozé kisjelii modell paramétereinek értékét.

(3.3) A kisjeli modell alapjin szamitsa ki az er6sité adott terheléshez tartozé A, = vout/vin
fesziiltségerOsitését, valamint az erdsité adott lezardsokhoz tartozd Rp. és Ry; be- illetve
kimend ellenallasat.

Ez egy korabbi vizsgapélda volt!!!




